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요약

본 발명에서는, 서로 교차되게 형성된 다수 개의 게이트 및 데이터 배선과, 상기 게이트 및 데이터 배선이 교차되는 

지점에 형성된 박막트랜지스터와, 상기 박막트랜지스터와 연결된 화소 전극을 포함하며, 상기 데이터 배선과 대응되

는 위치에 반도체층 패턴이 위치하는 액정표시장치용 어레이 기판에 있어서, 상기 다수 개의 데이터 배선 중 홀수번째

데이터 배선을 묶는 오드(odd) 데이터 단락 배선과; 상기 다수 개의 데이터 배선 중 짝수번째 데이터 배선을 묶으며, 

상기 게이트 배선과 동일 물질로 이루어진 이븐(even) 데이터 단락 배선과; 상기 오드 데이터 단락 배선에서 연장 형

성되며, 상기 오드 데이터 단락 배선과 홀수번째 데이터 배선을 연결하는 제 1 연결 브릿지와; 상기 이븐 데이터 단락 

배선과 짝수번째 데이터 배선을 연결하며, 상기 데이터 배선에서 연장형성된 제 2 연결 브릿지와; 상기 제 1, 2 연결 

브릿지 사이에 걸쳐 형성되며, 상기 제 1, 2 연결 브릿지에서 인출 형성된 반도체 물질로 이루어지며, 상기 반도체층 

물질이 제거된 커트 영역을 가지는 제 3 연결 브릿지를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 단락 배선부를 제공

하는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 4b

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 액정표시장치의 일부영역에 대한 입체도.

도 2는 종래의 4 마스크 액정표시장치에서의 단락 배선의 연결구조를 나타낸 평면도.

도 3은 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이 기판에 대한 평면도.
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도 4a, 4b는 상기 도 3의 절단선 IVb-IVb에 따라 절단된 단면을 단계별로 각각 나타낸 단면도.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >

124 : 반도체층 133a : 제 1 연결 브릿지

133b : 제 2 연결 브릿지 135b : 제 3a 연결 브릿지

144 : 보호층 154b : 제 2 데이터 패드전극

II : 커트 영역

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것이며, 특히 액정표시장치용 단락 배선이 연결 구조에 관한 것이다.

액정표시장치의 구동원리는 액정의 광학적 이방성과 분극성질을 이용하는 것이다. 상기 액정은 구조가 가늘고 길기 

때문에 분자의 배열에 방향성을 갖고 있으며, 인위적으로 액정에 전기장을 인가하여 분자배열의 방향을 제어할 수 있

다.

따라서, 상기 액정의 분자배열 방향을 임의로 조절하면, 액정의 분자배열이 변하게 되고, 광학적 이방성에 의하여 상

기 액정의 분자 배열 방향으로 빛이 굴절하여 화상정보를 표현할 수 있다.

현재에는 박막트랜지스터(Thin Film Transistor ; TFT)와 상기 박막트랜지스터에 연결된 화소전극이 행렬방식으로 

배열된 능동행렬 액정 표시장치(Active Matrix LCD : AM-LCD)가 해상도 및 동영상 구현능력이 우수하여 가장 주

목받고 있다.

도 1은 일반적인 액정표시장치의 일부영역에 대한 입체도이다.

도시한 바와 같이, 서로 일정간격 이격되어 상부 및 하부 기판(10, 30)이 대향하고 있고, 이 상부 및 하부 기판(10, 30

) 사이에는 액정층(50)이 개재되어 있다.

상기 하부 기판(30) 상부에는 다수 개의 게이트 및 데이터 배선(32, 34)이 서로 교차되어 있고, 이 게이트 및 데이터 

배선(32, 34)이 교차되는 지점에 박막트랜지스터(T)가 형성되어 있으며, 게이트 및 데이터 배선(32, 34)이 교차되는 

영역으로 정의되는 화소 영역(P)에는 박막트랜지스터(T)와 연결된 화소 전극(46)이 형성되어 있다.

그리고, 상부 기판(10) 하부에는 컬러필터층(12), 공통 전극(16)이 차례대로 형성되어 있다.

도면으로 상세히 도시하지 않았지만, 컬러필터층(12)은 특정한 파장대의 빛만을 투과시키는 컬러필터와, 컬러필터의

경계부에 위치하여 액정의 배열이 제어되지 않는 영역상의 빛을 차단하는 블랙매트릭스로 구성된다.

그리고, 상부 및 하부 기판(10, 30)의 각 외부면에는 편광축과 평행한 빛만을 투과시키는 상부 및 하부 편광판(52, 54

)이 위치하고, 하부 편광판(54) 하부에는 별도의 광원인 백라이트(back light)가 배치되어 있다.

상기 하부 기판을 이루는 어레이 기판은 마스크 공정을 통해 이루어진다.

마스크 공정이란, 별도의 마스크를 제작하여 사진식각(photolithography)공정으로 식각을 통해 임의의 형태로 각 층(

절연층, 액티브층, 금속층)을 패턴하는 일련의 공정을 뜻한다.

기존에는 5 마스크 공정이 주를 이루었으나, 마스크 공정을 줄이게 되면, 공정 비용을 상당히 절감할 수 있고, 공정시

간을 단축시킬 수 있어 불량발생률을 줄일 수 있다.
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이에 따라, 최근에는 4 마스크 공정에 의해 액정표시장치용 어레이 기판을 제조하는 방법에 연구가 활발히 이루어지

고 있다.

기존의 5 마스크 공정에서는, 게이트 공정(게이트 전극, 게이트 패드, 게이트 배선), 반도체층 공정(액티브층, 오믹 콘

택층), 소스 공정(소스 및 드레인 전극, 데이터 배선, 데이터 패드, 채널), 콘택홀 공정(드레인 콘택홀, 패드 콘택홀), I

TO 공정(화소 전극, 패드전극)으로 이루어졌었다.

그러나, 4 마스크 공정에서는, 게이트 공정, 반도체층/소스 공정, 콘택홀 공정, ITO 공정으로 이루어지는 것을 특징으

로 한다.

특히, 반도체층/소스 공정에서 데이터 금속과 반도체 물질을 대응되게 패터닝하기 때문에, 채널 부분에서는 회절 노

광법에 의해 반도체층이 남겨지도록 하는 것을 특징으로 한다. 회절 노광법이란, 빛의 회절현상으로 이용하여 PR층의

두께를 조절하는 방법이다.

또한, 상기 어레이 기판 및 또 하나의 대향 기판인 컬러필터 기판 사이에 액정층을 개재하여 하나의 액정표시장치용 

패널을 제작하는 액정 셀 공정에서는 양품을 판별하기 위한 검사 공정을 거치게 되는데, 이러한 검사 공정 및 어레이 

공정 중 정전기 방지 목적으로 어레이 기판의 비표시 영역에는 단락 배선이 구비된다.

도 2는 종래의 4 마스크 액정표시장치에서의 단락 배선의 연결구조를 나타낸 평면도로서, 데이터 배선부를 일 예로 

들어 설명한다.

도시한 바와 같이, 일방향으로 데이터 배선(60)이 형성되어 있고, 데이터 배선(60)의 일끝단에는 외부회로와 연결되

는 데이터 패드(62)가 형성되어 있고, 데이터 패드(62)는 정전기 방지 및 검사 공정을 위한 단락 배선(64)과 연결되어

있다.

상기 단락 배선(64)은 제 1 데이터 배선(62a)과 같이 홀수번째 배선을 묶는 오드(odd) 단락 배선(64a)과, 제 2 데이터

배선(60b)과 같이 짝수번째 배선을 묶는 이븐(even) 단락 배선(64b)으로 이루어지며, 오드 단락 배선(64a)에는 제 1,

2 데이터 패드(62a, 62b)와 이어지는 제 1, 2 연결 브릿지(66a, 66b)가 연장형성되어 있다. 이때, 오드 단락 배선(64a

)으로부터 제 1, 2 데이터 패드(62a, 62b)와 연결되는 제 1, 2 연결 브릿지(66a, 66b)가 모두 구성된 이유는, 어레이 

공정에서는 공정중 발생하는 정전기 특히, 액티브층 형성단계나, 보호층 식각단계에서 발생하기 쉬운 정전기가 기판

과 어레이 패턴간에 국소적으로 존재하게 되어, 상기 국소적인 영역에서 전압이 매우 높아져 박막트랜지스터와 같은 

민감한 소자들에 데미지(damage)를 입힐 수 있으므로, 이를 방지하기 위함이다.

그리고, 상기 이븐 단락 배선(64b)는 오드 단락 배선(64a)와의 쇼트를 방지하기 위해 게이트 공정에서 형성됨에 따라,

제 2 데이터 패드(62b)와 연결되기 위해 링크 방식의 제 3 연결 브릿지(66c)가 인출 형성되어 있고, 제 3 연결 브릿지

(66c)는 제 2 데이터 패드(62b)와 연접 구성되어 있다.

그리고, 상기 제 1, 2 데이터 패드(62a, 62b)를 덮는 영역에는 투명 도전성 물질로 이루어진 제 1, 2 데이터 패드전극(

68a, 68b)이 각각 형성되어 있는데, 이때 제 2 데이터 패드전극(68b)은 제 2 데이터 패드(62b) 및 제 3 연결 브릿지(

66c)를 동시에 덮는 면적으로 형성된다.

그리고, 상기 제 1, 2 데이터 패드(62a, 62b) 및 제 3 연결 브릿지(66c)와 대응되는 위치에는 각각 다수 개의 콘택홀(

70)이 형성되어 있어, 콘택홀(70)을 통 해 제 1 데이터 패드(62a)와 제 1 데이터 패드전극(68a) 그리고, 제 2 데이터 

패드(62b) 및 제 3 연결 브릿지(66c)와 제 2 데이터 패드전극(68b)이 전기적으로 연결된다.

그리고, 상기 콘택홀(70)을 형성하는 과정에서는, 오드 단락 배선(64a)과 제 2 데이터 배선(60b) 간의 연결을 끊기 위

해, 제 2 연결 브릿지(66b)에 데이터 금속을 노출시키는 커트 영역(I)이 형성되어 있으며, 커트 영역(I)의 데이터 금속

은 건식 식각을 통해 제거되어, 오드 단락 배선(64a)과 제 2 데이터 배선(60b)은 전기적으로 차단되도록 한다.

그리고, 상기 데이터 배선(60), 데이터 패드(62), 오드 단락 배선(64a), 제 1, 2 연결 브릿지(66a, 66b)에는 4 마스크 

공정 특성상 반도체층(72) 패턴이 포함된다.

이에 따라, 상기 커트 영역(I)내 데이터 금속을 제거하는 과정에서 데이터 금속 하부층을 이루는 반도체층이 제대로 

제거되지 않는 문제점이 있다. 왜냐하면, 상기 커트 영역(I)은 제 3 마스크 공정에서 이루어지고, 상기 커트 영역(I) 내

데이터 금속물질을 제거하는 공정은 제 4 마스크 공정 이후에 진행되기 때문에, 상기 커트 영역(I) 내 금속물질을 제

거하는 공정 수가 늘어나게 되면, 제품에 손상을 주기 쉽다.
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이에 따라, 상기 커트 영역(I)내 데이터 금속 및 반도체층을 동일 건식 식각 조건에서 제거하게 되면, 반도체층이 잘 

제거되지 않아 오드 단락 배선과 짝수번째 배선간의 단선이 제대로 이루어지지 않아 이븐/오드 단락 배선 불량을 유

발하는 문 제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상기 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명에서는 한 예로 이븐/오드 단락 배선간 불량률을 저하시켜 신뢰성 높은 액정

셀의 검사 공정을 제공하는 것을 특징으로 한다.

이를 위하여, 본 발명에서는 오드 단락 배선과 짝수번째 배선을 연결하는 연결 브릿지를 형성함에 있어서, 회절 노광

법을 이용하여 반도체 물질로 구성하도록 한다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에서는 서로 교차되게 형성된 다수 개의 게이트 및 데이터 배선과, 상기 게이트

및 데이터 배선이 교차되는 지점에 형성된 박막트랜지스터와, 상기 박막트랜지스터와 연결된 화소 전극을 포함하며, 

상기 데이터 배선과 대응되는 위치에 반도체층 패턴이 위치하는 액정표시장치용 어레이 기판에 있어서, 상기 다수 개

의 데이터 배선 중 홀수번째 데이터 배선을 묶는 오드(odd) 데이터 단락 배선과; 상기 다수 개의 데이터 배선 중 짝수

번째 데이터 배선을 묶으며, 상기 게이트 배선과 동일 물질로 이루어진 이븐(even) 데이터 단락 배선과; 상기 오드 데

이터 단락 배선에서 연장 형성되며, 상기 오드 데이터 단락 배선과 홀수번째 데이터 배선을 연결하는 제 1 연결 브릿

지와; 상기 이븐 데이터 단락 배선과 짝수번째 데이터 배선을 연결하며, 상기 데이터 배선에서 연장형성된 제 2 연결 

브릿지와; 상기 제 1, 2 연결 브릿지 사이에 걸쳐 형성되며, 상기 제 1, 2 연결 브릿지에서 인출 형성된 반도체 물질로

이루어지며, 상기 반도체층 물질이 제거된 커트 영역을 가지는 제 3 연결 브릿지를 포함하는 액정표시장치용 어레이 

기판의 단락 배선부를 제공한다.

상기 데이터 배선의 일끝단에 위치하며, 외부회로와 연결되는 데이터 패드를 포함하며, 상기 데이터 패드를 통해 데

이터 단락 배선과 연결되며, 상기 데이터 패드를 덮는 영역에는 화소 전극과 동일 물질로 이루어진 데이터 패드전극을

포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 제 2 연결 브릿지는 이븐 데이터 단락 배선에서 연장 형성된 제 2a 연결 브릿지와, 상기 데이터 패드에서 상기 

제 2a 연결브릿지와 동일한 방향으로 연접되게 구성된 제 2b 연결 브릿지로 구성되며, 상기 짝수번째 데이터 패드전

극은 제 2 연결 브릿지와 짝수번째 데이터 패드를 한 패턴으로 덮는 영역을 가지는 것을 특징으로 한다.

상기 제 3 연결 브릿지는 회절 노광법에 의해 이루어지며, 상기 반도체층은 액티브층과 오믹 콘택층이 차례대로 형성

되어 이루어지며, 상기 제 3 연결 브릿지는 액티브층으로 이루어진 것을 특징으로 한다.

이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 3은 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이 기판에 대한 평면도로서, 데이터 단락 배선부를 중심으로 도시하였다.

도시한 바와 같이, 화면이 구현되는 영역으로 정의되는 액티브 영역 및 액티브 영역의 외곽부인 비액티브 영역으로 

이루어진 어레이 기판(110)의 액티브 영역 상에는 제 1 방향으로 게이트 배선(116)이 형성되어 있고, 제 1 방향과 교

차하는 제 2 방향으로 데이터 배선(130)이 형성되어 있고, 게이트 및 데이터 배선(116, 130)이 교차하는 지점에는 박

막트랜지스터(S)가 형성되어 있으며, 박막트랜지스터(S)와 연결되어 화소 전극(150)이 형성되어 있다. 그리고, 상기 

게이트 배선(116)과 중첩되는 화소 전극(150) 영역은 스토리지 캐패시터(C  ST )를 이루는다.

이하, 비 액티브 영역 상에 형성된 패드부 및 단락 배선부에 대해서 설명함에 있어서, 본 발명의 특징인 데이터 패드부

및 데이터 단락 배선부에 대해서 상세히 설명한다.

상기 비액티브 영역 상에는 데이터 배선(130)과 연결되는 데이터 패드(132)가 형성되어 있고, 데이터 패드(132)는 

정전기 방지 및 검사 공정을 위해 데이터 단락 배선(137)과 연결되어 있다.

좀 더 상세히 설명하면, 상기 데이터 단락 배선(137)은 제 1 데이터 배선(130a)과 같은 홀수번째 배선을 묶는 오드 데

이터 단락 배선(134)과, 제 2 데이터 배선(130b)과 같이 짝수번째 배선을 묶는 이븐 데이터 단락 배선(122)으로 구성

된다.
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이때, 상기 데이터 배선(130), 데이터 패드(132), 오드 데이터 단락 배선(134)은 반도체층(124) 패턴을 포함하는 것

을 특징으로 한다.

상기 오드 데이터 단락 배선(134)에서는 제 1 데이터 패드(132a)와 연결되는 제 1 연결 브릿지(133a)와 제 2 데이터 

패드(132b)와 연결되는 제 2 연결 브릿지(133b)를 포함하고, 이븐 데이터 단락 배선(122)에는 제 2 데이터 패드(132

b)와 연결되는 링크부 구조의 제 3a 연결 브릿지(135a)를 포함하고, 제 2 데이터 패드(132b)에서는 제 3b 연결 브릿

지(135b)가 연장형성되어 있어, 제 3a, 3b 연결 브릿지(135a, 135b)는 서로 동일 방향으로 연접되게 구성되어 있다.

상기 오드 데이터 단락 배선(134)은, 어레이 공정 중 배선간의 정전기 방지 및 등전위 형성을 위해 모든 배선과 연결 

구성되었다가, 이븐 데이터 단락 배선(122)과 제 2 데이터 패드(132b)를 연결하는 과정에서 제 2 연결 브릿지(133b)

에 제 2 데이터 패드(132b)와의 연결을 차단하는 커트 영역(II)이 구성되어 있다.

본 발명에 따른 제 2 연결 브릿지(133b)는 진성 반도체층 물질로 이루어진 패턴이며, 제 1, 2 데이터 패드(132a, 132

b)간에 걸쳐 형성된 것을 특징으로 한다.

좀 더 상세하게 설명하면, 상기 제 2 연결 브릿지(133b)를 미도시한 박막트랜지스터의 채널 형성 공정과 동일한 회절

마스크를 이용하여 진행함에 따라 반도체층(124)의 액티브층(124a)으로 구성하며, 상기 제 2 연결 브릿지(133b)를 

반도체층 물질로 구성함에 따라 단락 배선에 연결되어 있는 모든 배선의 정전기를 방지할 수 있다.

특히, 본 발명에서는 제 2 연결 브릿지(133b)를 데이터 금속을 포함하지 않는 반도체 물질로 구성하기 때문에, 커트 

공정에서 오드 데이터 단락 배선(134)과 제 2 연결 브릿지(133b)간의 연결을 효과적으로 차단할 수 있다.

한편, 상기 제 1, 2 데이터 패드(132a, 132b) 및 제 3a 연결 브릿지(135a)에는 각각 다수 개의 콘택홀(142)이 형성되

어 있어, 콘택홀(142)을 통해 제 1, 2 데이터 패드(132a, 132b) 및 제 3a 연결 브릿지(135a)와 연결되는 제 1, 2 데이

터 패드전극(154a, 154b)이 형성되어 있다. 이때, 제 2 데이터 패드전극(154b)은 제 2 데이터 패드(132b)와 제 3a, 3

b 연결 브릿지(135a, 135b)를 단일 패턴으로 덮도록 형성되어 있다.

도 4a, 4b는 상기 도 3의 절단선 IVb-IVb에 따라 절단된 단면을 단계별로 각각 나타낸 단면도이다.

도 4a는 회절 노광법에 의해 서로 다른 적층 구조를 가지는 단락 배선 연결 브릿지를 형성하는 단계로서, 이 단계에서

는 게이트 절연막(114)이 형성된 기판 상에, 액티브층(124a), 오믹콘택층(124b)이 차례대로 구성된 반도체층(124)이

형성되어 있고, 반도체층(124) 상부에는 서로 일정간격 이격된 제 1 연결 브릿지(133a) 및 제 3b 연결 브릿지(135b)

가 형성되어 있고, 제 1 연결 브릿지(133a) 및 제 3b 연결 브릿지(135b) 사이 구간의 액티브층(124a)은 제 2 연결 브

릿지(133b)로 이용된다.

이때, 상기 제 1, 3a 연결 브릿지(133a, 135b)와 제 2 연결 브릿지(133b)간의 단층 구조가 다른 것은 사진식각 공정

에서 제 2 연결 브릿지(133b)와 대응되는 위치에서 슬릿부(Va)를 가지는 마스크(210)를 이용하기 때문이다.

상기 마스크(210)는 제 1, 3a 연결 브릿지(133a, 135b)의 좌, 우측 게이트 절연막을 노출시키기 위해, 이와 대응된 

위치에 노광부(Vb)를 포함한다.

도면으로 제시하지 않았지만, 상기 마스크를 이용한 공정에서는 데이터 금속 물질 상부에 PR층을 도포하는 단계와, 

상기 마스크를 통해 PR층을 노광, 현상하여 PR층 패턴을 형성하는 단계와, 상기 PR층 패턴을 통해 금속 패턴을 형성

하는 단계를 포함한다.

도 4b에서는, 상기 제 1, 3a 연결 브릿지(133a, 135b) 및 제 2 연결 브릿지(133b) 상부에 보호층(144)을 형성하는 단

계와, 보호층(144) 상에 제 2 연결 브릿지(133b)의 액티브층(124a) 패턴을 노출시키는 커트 영역(II)을 형성하는 단

계와, 상기 제 3b 연결 브릿지(135b)를 덮는 영역에 제 2 데이터 패드전극(154b)를 형성하는 단계를 거쳐, 상기 커트 

영역(II)내 액티브층(124a) 패턴을 제거하는 단계이다.

이와 같이, 본 발명에서는 커트 영역(II)내 액티브층(124a) 패턴만이 존재하기 때문에 커트 공정에서 한번의 식각 공

정으로 오드 단락 배선과 짝수번째 배선간의 연결을 효과적으로 차단할 수 있다.

그러나, 본 발명은 상기 실시예로 한정되지 않고, 본 발명의 취지에 벗어나지 않는 한도 내에서 다양하게 변경하여 실

시할 수 있다.

발명의 효과
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상술한 바와 같이, 본 발명에서는 4 마스크 액정표시장치에 있어서, 데이터 단락 배선부를 구성함에 있어서, 오드 단

락 배선과 짝수번째 배선간의 커트 공정 정확도를 높여 이븐/오드 단락 배선 불량을 저하시키기 위해, 오드 단락 배선

과 짝수번째 배선을 연결하는 연결 브릿지를 회절 노광법에 의해 제 2 마스크 공정에서 반도체층 패턴으로 구성함에 

따라, 커트 공정에서 반도체층 만을 제거하기 때문에 커트 공정성을 높일 수 있어, 신뢰성 높은 액정셀 검사공정을 제

공할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
서로 교차되게 형성된 다수 개의 게이트 및 데이터 배선과, 상기 게이트 및 데이터 배선이 교차되는 지점에 형성된 박

막트랜지스터와, 상기 박막트랜지스터와 연결된 화소 전극을 포함하며, 상기 데이터 배선과 대응되는 위치에 반도체

층 패턴이 위치하는 액정표시장치용 어레이 기판에 있어서,

상기 다수 개의 데이터 배선 중 홀수번째 데이터 배선을 묶는 오드(odd) 데이터 단락 배선과;

상기 다수 개의 데이터 배선 중 짝수번째 데이터 배선을 묶으며, 상기 게이트 배선과 동일 물질로 이루어진 이븐(eve

n) 데이터 단락 배선과;

상기 오드 데이터 단락 배선에서 연장 형성되며, 상기 오드 데이터 단락 배선과 홀수번째 데이터 배선을 연결하는 제 

1 연결 브릿지와;

상기 이븐 데이터 단락 배선과 짝수번째 데이터 배선을 연결하며, 상기 데이터 배선에서 연장형성된 제 2 연결 브릿

지와;

상기 제 1, 2 연결 브릿지 사이에 걸쳐 형성되며, 상기 제 1, 2 연결 브릿지에서 인출 형성된 반도체 물질로 이루어지

며, 상기 반도체층 물질이 제거된 커트 영역을 가지는 제 3 연결 브릿지

를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 단락 배선부.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 데이터 배선의 일끝단에 위치하며, 외부회로와 연결되는 데이터 패드를 포함하며, 상기 데이터 패드를 통해 데

이터 단락 배선과 연결되는 액정표시장치용 어레이 기판의 단락 배선부.

청구항 3.
제 2 항에 있어서,

상기 데이터 패드를 덮는 영역에는 화소 전극과 동일 물질로 이루어진 데이터 패드전극을 포함하는 액정표시장치용 

어레이 기판의 단락 배선부.

청구항 4.
제 1 항 또는 제 2 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 제 2 연결 브릿지는 이븐 데이터 단락 배선에서 연장 형성된 제 2a 연결 브릿지와, 상기 데이터 패드에서 상기 

제 2a 연결브릿지와 동일한 방향으로 연접되게 구성된 제 2b 연결 브릿지로 구성되며, 상기 짝수번째 데이터 패드전

극은 제 2 연결 브릿지와 짝수번째 데이터 패드를 한 패턴으로 덮는 영역을 가지는 액정표시장치용 어레이 기판의 단

락 배선부.

청구항 5.
제 1 항에 있어서,

상기 제 3 연결 브릿지는 회절 노광법에 의해 이루어진 액정표시장치용 어레이 기판의 단락 배선부.

청구항 6.
제 1 항에 있어서,
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상기 반도체층은 액티브층과 오믹 콘택층이 차례대로 형성되어 이루어지며, 상기 제 3 연결 브릿지는 액티브층으로 

이루어진 액정표시장치용 어레이 기판의 단락 배선부.

도면

도면1
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도면2
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도면3
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도면4a

도면4b



专利名称(译) 用于液晶显示器的短路布线结构

公开(公告)号 KR1020030058221A 公开(公告)日 2003-07-07

申请号 KR1020010088616 申请日 2001-12-29

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 NA DUHYUN
나두현
CHOI SEUNGKYU
최승규

发明人 나두현
최승규

IPC分类号 G02F1/136

代理人(译) 贞媛KI

外部链接 Espacenet

摘要(译)

用途：提供一种用于液晶显示器的短路布线结构，通过仅去除半导体层
来提高奇数短路布线和甚至短路绞合之间的切割过程的精度，从而实现
可靠的液体单元检查过程。组成：在基板（100）上形成的栅极绝缘膜
（114）上形成由有源层（124a）和欧姆接触层（124b）组成的半导体
层（124）。第一连接桥（133a）和第三b连接桥（135b）形成在半导体
层上，以一定间隔彼此分开。第一连接桥和第三b连接桥之间的有源层用
作第二连接桥（133b）。保护层（144）形成在第一连接桥和第三b连接
桥以及第二连接桥上。在保护层上形成暴露第二连接桥的有源层图案的
切割区域（II）。第二数据焊盘电极（154b）形成在覆盖第三b连接桥的
区域。切割区域中的活动图案被移除。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/83defbab-0c11-4007-ae0c-65bb7daac535
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032216131/publication/KR20030058221A?q=KR20030058221A

